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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 029 657.8

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 30.Januar 2017 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der
Richter Dipl.-Ing. J. Miller und Dipl.-Phys. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Prufungsstelle fur Klasse H 02 M des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 9. April 2014 aufgehoben und das Patent
mit der Nummer 10 2007 029 657 erteilt.

Bezeichnung: Wechselrichtermodul fur Stromrichter
Anmeldetag: 27. Juni 2007
Der Patenterteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentanspriiche 1 bis 2 gemalR Hilfsantrag 4, tUberreicht in
der mandlichen Verhandlung am 30. Januar 2017,

Beschreibung, Seiten 1 bis 12, tberreicht in der mundlichen
Verhandlung am 30. Januar 2017,

9 Blatt Zeichnungen,

Blatt 1/9 bis 4/9, Figuren 1 bis 8, vom Anmeldetag
27. Juni 2007,

Blatt 5/9 und 6/9, Figuren 9 bis 12, tUberreicht in der mundli-
chen Verhandlung am 30. Januar 2017,

Blatt 7/9 bis 9/9, Figuren 13 bis 17, vom Anmeldetag
27. Juni 2007.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zurlickgewiesen.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt — Prifungsstelle fir Klasse H 02 M — hat
die am 27. Juni 2007 eingereichte Anmeldung durch am Ende der AnhGrung vom



9. April 2014 verkiindeten Beschluss zuriickgewiesen. In der schriftlichen
Begriindung ist sinngemafR ausgefihrt, die jeweiligen Gegenstande der
Patentanspriiche 1 nach dem Haupt- und Hilfsantrag beruhten nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit (§ 1 Abs. 1 PatG i. V. m. § 4 PatG).

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom
12. Juni 2014. Sie hat in der mundlichen Verhandlung neue Unterlagen ein-
gereicht und stellt den Antrag,

den Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse H 02 M des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 9. April 2014 aufzuheben und das
nachgesuchte Patent aufgrund folgender Unterlagen zu erteilen:
Patentanspriiche 1 bis 7 gemaf Hauptantrag vom 23. Januar 2017,
Beschreibung, Seiten 1 bis 12, vom 18. November 2008,

9 Blatt Zeichnungen, Figuren1l bis17 vom Anmeldetag
27. Juni 2007,

hilfsweise,

Patentansprtiche 1 bis 7 gemaf Hilfsantrag 1 vom 23. Januar 2017,

Patentansprtiche 1 bis 5 gemaf Hilfsantrag 2 vom 23. Januar 2017,

Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 3, Uberreicht in der mind-
lichen Verhandlung am 30. Januar 2017,

Patentanspriche 1 bis 2 gemal Hilfsantrag 4, Uberreicht in der
mundlichen Verhandlung am 30. Januar 2017,

Beschreibung zu den Hilfsantragen 1 bis 3 wie Hauptantrag,
zu Hilfsantrag 4: Beschreibung, Seiten 1 bis 12, Gberreicht in der

mundlichen Verhandlung am 30. Januar 2017,

Zeichnungen zu den Hilfsantragen 1 bis 3 wie Hauptantrag,



Zeichnungen zu dem Hilfsantrag 4: Figuren 1 bis 8, 13 bis 17 vom
27. Juni 2007, Figuren 9 bis 12 Uberreicht in der mundlichen Ver-
handlung am 30. Januar 2017.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag vom 23. Januar 2017 lautet
unter Hinzufligung einer Gliederung:

M1 Wechselrichtermodul (25) fur einen Stromrichter, das eine
oder mehrere in einem Gehause untergebrachte Phasen ei-
ner Briickenschaltung aufweist,

M2 wobei jede Phase von einer auf einer isolierenden Platte (2)
angeordneten Halbbrickenschaltung gebildet wird, die einen
unteren und einen oberen Zweig mit jeweils einem Schalt-
element (5,6) und einer anti-parallel dazu geschalteten
Diode (A1, k1, A2, k2) aufweist,

M3 wobei das Wechselrichtermodul (25) einen plattenférmigen
Sockel (1) aus einem elektrisch leitendem [sic] Material zur
Kihlung au3erhalb des Gehauses besitzt, und

M4 wobei das Schaltelement (5) des oberen Zweigs auf der
Seite des niedrigen Potentials (E1) des oberen Zweigs Uber
einen Verbindungspunkt (C2E1) mit der Seite des hohen
Potentials (C2) des Schaltelements (6) des unteren Zweigs
verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Halbbriickenschaltung derart ausgelegt ist, dass

M5 eine erste parasitdre Kapazitdt (35), die zwischen dem
Sockel (1) und dem Verbindungspunkt (C2E1) gebildet wird,

M6 kleiner ist, als

M7 eine zweite parasitare Kapazitat (36), die zwischen dem

Sockel (1) und der Seite des hohen Potentials (Cl) des
oberen Zweigs gebildet wird.

Der nach Hilfsantrag 1 geltende Patentanspruch 1 vom 23. Januar 2017 lautet
unter Hinzufiigung einer Gliederung:



M1 Wechselrichtermodul (25) fur einen Stromrichter, das eine
oder mehrere in einem Gehause untergebrachte Phasen
einer Bruckenschaltung aufweist,

M2 wobei jede Phase von einer auf einer isolierenden Platte (2)
angeordneten Halbbrickenschaltung gebildet wird, die einen
unteren und einen oberen Zweig mit jeweils einem Schalt-
element (5,6) und einer anti-parallel dazu geschalteten
Diode (A1, k1, A2, k2) aufweist,

M3 wobei das Wechselrichtermodul (25) einen plattenférmigen
Sockel (1) aus einem elektrisch leitendem [sic] Material zur
Kihlung auR3erhalb des Gehauses besitzt, und

M4, wobei eine Emitterklemme des Schaltelements (5) des obe-
ren Zweigs Uber einen Verbindungspunkt (C2E1) mit einer
Kollektorklemme des Schaltelements (6) des unteren Zweigs
verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Halbbriickenschaltung derart ausgelegt ist, dass

M5, eine parallel zu dem Schaltelement (6) des unteren Zweigs
wirkende erste parasitire Kapazitat (35), die zwischen dem
Sockel (1) und dem zwischen der Emitterklemme des Schalt-
elements (5) des oberen Zweigs und der Kollektorklemme
des Schaltelements (6) des unteren Zweigs verbundenen
Verbindungspunkts (C2E1) gebildet wird,

M6 kleiner ist, als

M7, eine parallel zu dem Schaltelement (5) des oberen Zweigs
wirkende zweite parasitdre Kapazitat (36), die zwischen dem
Sockel (1) und der Seite des hohen Potentials (C1) des obe-
ren Zweigs gebildet wird.

Der nach Hilfsantrag 2 geltende Patentanspruch 1 vom 23. Januar 2017 lautet
unter Hinzufiigung einer Gliederung:

M1 Wechselrichtermodul (25) fur einen Stromrichter, das eine
oder mehrere in einem Gehause untergebrachte Phasen ei-
ner Brickenschaltung aufweist,



M2 wobei jede Phase von einer auf einer isolierenden Platte (2)
angeordneten Halbbriickenschaltung gebildet wird, die einen
unteren und einen oberen Zweig mit jeweils einem Schalt-
element (5,6) und einer anti-parallel dazu geschalteten
Diode (A1, k1, A2, k2) aufweist,

M3 das Wechselrichtermodul (25) einen plattenférmigen Sockel
(1) aus einem elektrisch leitendem [sic] Material zur Kiihlung
aul3erhalb des Gehauses besitzt,

M8, das Schaltelement (5, 6) Klemmen auf der Seite des niedri-
gen Potentials und auf der Seite des hohen Potentials auf-
weist,

M5, eine erste parasitare Kapazitat (35), die durch eine erste Lei-

terflache (4), die mit einer Klemme auf der Seite des niedri-
gen Potentials des oberen Zweigs und mit einer Klemme auf
der Seite des hohen Potentials des unteren Zweigs elektrisch
verbunden ist, und den Sockel (1) gebildet wird, und

M7, eine zweite parasitare Kapazitat (36), die durch eine zweite
Leiterflache (3), die mit einer Klemme auf der Seite des ho-
hen Potentials des oberen Zweigs elektrisch verbunden ist,
und den Sockel (1) gebildet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Halbbriickenschaltung derart ausgelegt ist, dass

M9, die erste parasitire Kapazitat (35) durch die zweite parasi-
tare Kapazitat (36) geladen wird, indem die erste Leiterflache
(4) Kleiner als die zweite Leiterflache (3) bemessen ist.

Der nach Hilfsantrag 3 geltende Patentanspruch 1 vom 30. Januar 2017 lautet
unter Hinzufiigung einer Gliederung:

M1 Wechselrichtermodul (25) fir einen Stromrichter, das eine
oder mehrere in einem Gehéause untergebrachte Phasen ei-
ner Brickenschaltung aufweist,

M23 wobei jede Phase von einer auf einer isolierenden Keramik-
platte (2) angeordneten Halbbrickenschaltung gebildet wird,
die einen unteren und einen oberen Zweig mit jeweils einem



M3

M83

M53

M73

M93

Schaltelement (5, 6) und einer anti-parallel dazu geschalte-
ten Diode (Al, k1, A2, k2) aufweist,

wobei das Wechselrichtermodul (25) einen plattenférmigen
Sockel (1) aus einem elektrisch leitendem [sic] Material zur
Kihlung au3erhalb des Gehauses besitzt,

wobei das Schaltelement (5) des oberen Zweigs einen ersten
Kollektor (C1) auf der Seite des hoheren Potentials des obe-
ren Zweigs und einen ersten Emitter (E1) auf der Seite des
niedrigen Potentials des oberen Zweigs aufweist, und

wobei das Schaltelement (6) des unteren Zweigs einen zwei-
ten Kollektor (C2) auf der Seite des hoheren Potentials des
unteren Zweigs und einen zweiten Emitter (E2) auf der Seite
des niedrigen Potentials des unteren Zweigs aufweist, und
wobei eine zwischen einem Verbindungspunkt (C2E1) des
ersten Emitters (E1) und des zweiten Kollektors (C2) und
dem Sockel (1) wirkende erste parasitare Kapazitat (35), die
durch eine erste Leiterflache (4), die mit dem ersten Emitter
(E1) auf der Seite des niedrigen Potentials des oberen
Zweigs und dem zweiten Kollektor (C2) auf der Seite des
hohen Potentials des unteren Zweigs elektrisch verbunden
ist, und den Sockel (1) gebildet wird, und

eine zwischen dem ersten Kollektor (C1) und dem Sockel (1)
wirkende zweite parasitare Kapazitat (36), die durch eine
zweite Leiterflache (3), die mit einer Klemme auf der Seite
des hohen Potentials des oberen Zweigs elektrisch verbun-
den ist, und den Sockel (1) gebildet wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Halbbriickenschaltung derart ausgelegt ist, dass

die zweite Leiterflaiche auf der Seite des hohen Potentials
des oberen Zweigs grof3er ist, als die erste Leiterflache des
Verbindungspunktes (C2E1) des ersten Emitters (E1) auf der
Seite des oberen Zweigs und des zweiten Kollektors (C2) auf
der Seite des unteren Zweigs, derart, dass die zweite para-
sitare Kapazitat (36) auf der Seite des hohen Potentials des
oberen Zweigs grof3er ist als die erste parasitdre Kapazitat



(35) zwischen dem Verbindungspunkt (C2E1) und des ersten
Emitters (E1) auf der Seite des oberen Zweigs, und die erste
parasitare Kapazitat (35) durch die zweite parasitare Kapa-
zitat (36) geladen wird.

Der nach Hilfsantrag 4 geltende Patentanspruch 1 vom 30. Januar 2017 lautet
unter Hinzufigung einer Gliederung:

M1 Wechselrichtermodul (25) fur einen Stromrichter, das eine
oder mehrere in einem Gehause untergebrachte Phasen ei-
ner Brickenschaltung aufweist,

M25 wobei jede Phase von einer auf einer isolierenden Keramik-
platte (2) angeordneten Halbbrickenschaltung gebildet wird,
die einen unteren und einen oberen Zweig mit jeweils einem
Schaltelement (5, 6) und einer anti-parallel dazu geschalte-
ten Diode (A1, k1, A2, k2) aufweist,

M3 das Wechselrichtermodul (25) einen plattenférmigen Sockel
(1) aus einem elektrisch leitendem [sic] Material zur Kiihlung
aul3erhalb des Gehauses besitzt,

M8, das Schaltelement (5, 6) Klemmen auf der Seite des niedri-
gen Potentials und auf der Seite des hohen Potentials auf-
weist,

M5, eine erste parasitare Kapazitat (35), die durch eine erste Lei-

terflache (4), die mit einer Klemme auf der Seite des niedri-
gen Potentials des oberen Zweigs und mit einer Klemme auf
der Seite des hohen Potentials des unteren Zweigs elektrisch
verbunden ist, und den Sockel (1) gebildet wird, und

M7, eine zweite parasitare Kapazitat (36), die durch eine zweite
Leiterflache (3), die mit einer Klemme auf der Seite des ho-
hen Potentials des oberen Zweigs elektrisch verbunden ist,
und den Sockel (1) gebildet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Halbbriickenschaltung derart ausgelegt ist, dass

M9, die erste parasitare Kapazitat (35) durch die zweite parasi-
tare Kapazitat (36) geladen wird, indem die erste Leiterflache



(4), auf der das Schaltelement (6) des unteren Zweigs befes-
tigt ist, kleiner als die zweite Leiterflache (3), auf der das
Schaltelement (5) des oberen Zweigs befestigt ist, bemessen
ist.

Der nach Hilfsantrag 4 geltende nebengeordnete Patentanspruch 2
30. Januar 2017 lautet unter Hinzufigung einer Gliederung:

M1

M23

M3

M8,

M5,

M75

M9s

Wechselrichtermodul (25) fur einen Stromrichter, das eine
oder mehrere in einem Gehause untergebrachte Phasen ei-
ner Brickenschaltung aufweist,

wobei jede Phase von einer auf einer isolierenden Keramik-
platte (2) angeordneten Halbbrickenschaltung gebildet wird,
die einen unteren und einen oberen Zweig mit jeweils einem
Schaltelement (5, 6) und einer anti-parallel dazu geschalte-
ten Diode (A1, k1, A2, k2) aufweist,

das Wechselrichtermodul (25) einen plattenférmigen Sockel
(1) aus einem elektrisch leitendem [sic] Material zur Kiihlung
aul3erhalb des Gehauses besitzt,

das Schaltelement (5, 6) Klemmen auf der Seite des niedri-
gen Potentials und auf der Seite des hohen Potentials auf-
weist,

eine erste parasitare Kapazitat (35), die durch eine erste Lei-
terflache (10), die mit einer Klemme auf der Seite des niedri-
gen Potentials des oberen Zweigs und mit einer Klemme auf
der Seite des hohen Potentials des unteren Zweigs elektrisch
verbunden ist, und den Sockel (1) gebildet wird, und

eine zweite parasitare Kapazitat (36), die durch eine zweite
Leiterflache (8), die mit einer Klemme auf der Seite des ho-
hen Potentials des oberen Zweigs elektrisch verbunden ist,
und den Sockel (1) gebildet wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Halbbriickenschaltung derart ausgelegt ist, dass

die erste parasitare Kapazitat (35) durch die zweite parasi-
tare Kapazitat (36) geladen wird, indem die erste Leiterflache

vom
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(10) kleiner als die zweite Leiterflache (8), auf der das
Schaltelement (5) des oberen Zweigs befestigt ist, bemessen
ist, und

M10s das Schaltelement (6) des unteren Zweigs auf einer dritten
Leiterflache (9), die mit einer Klemme auf der Seite des nied-
rigen Potentials des unteren Zweigs elektrisch verbunden ist,
befestigt ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Wechselrichtermodul fur eine
Stromrichtereinrichtung zu schaffen, welches in der Lage ist, den Gleichtaktstrom
gegentber dem eines herkdmmlichen Wechselrichtermoduls zu verringern, um
Leitungs- und Strahlungsstérungen zu verringern (vgl. nach Hilfsantrag 4 geltende
Beschreibung, Seite 3, Zeilen 22-24).

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

Die statthafte und auch sonst zulassige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie
zur Aufhebung des Beschlusses der Priufungsstelle fur Klasse H02 M des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. April 2014 und einer Patenterteilung
geman Hilfsantrag 4 fuhrt.

1. Der Senat legt seiner Entscheidung als zustandigen Fachmann einen Fach-
hochschulingenieur der Elektrotechnik mit Berufserfahrung in der Entwicklung
Stromrichterbauelementen, insbesondere Stromrichtermodulen, zu Grunde.

2. Einige Angaben in den Ansprichen nach Haupt- und Hilfsantrdgen bedur-
fen der Erlauterung:

Die Angaben oberer/unter Zweig (u. a. Merkmale M2, M4) und hohes/niedriges
Potential (u. a. Merkmal M4) beziehen sich bei einer Halbbriickenschaltung nach
Figur 17 auf die nachfolgend gekennzeichneten Teile der Schaltung.
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Figur 17 der Anmeldung mit Ergdnzungen des Senats

Eine Leiterflache (u. a. Merkmal M5;) — in den urspriunglichen Unterlagen ,Kup-
ferflache” bzw. ,Befestigungsmuster® genannt — ist im Sinne der Anmeldung eine
Flache zum Verdrahten und/oder Befestigen von elektrischen Bauelementen (vgl.
ursprungliche Beschreibung, Seite 2, Zeile 3; nach Hauptantrag geltende Be-
schreibung vom 18. November 2008, Seite 2, Zeile 1).

Mit Klemmen des Schaltelements (u. a. Merkmal M85) sind in der Anmeldung die
Anschlisse des Schaltelements gemeint, also im Fall eines IGBTs, Gate, Emitter
sowie Kollektor (vgl. urspringliche Beschreibung, Seite 1, Zeilen 35-40; nach
Hauptantrag geltende Beschreibung vom 18. November 2008, Seite 1, Zeilen 32-
37).

Ein Verbindungspunkt bezeichnet eine beliebige Stelle einer elektrischen Verbin-
dung zwischen wenigstens zwei elektrischen Bauteilen (u. a. Merkmal M4).

Die Angabe ,Kapazitat® (u. a. Merkmale M5, M7) wird in der Anmeldung synonym
zu dem Begriff ,Kondensator® verwendet (vgl. urspriingliche Beschreibung, Sei-
te 2, Zeilen 19-20; nach Hauptantrag geltende Beschreibung vom 18. Novem-
ber 2008, Seite 2, Zeile 17). Parasitar versteht der Fachmann in diesem Zusam-
menhang als mit nachteiligen Wirkungen verbunden und daher unerwiinscht.
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Die Anweisung, wonach eine erste parasitdre Kapazitat kleiner ist, als die zweite
parasitare Kapazitat (Merkmal M6) verwirklicht der Fachmann durch Gestaltung
der physikalischen Grol3en, die die elektrische Kapazitat beeinflussen:

- GroRe der Leiterflachen,
- Abstand der Leiterflachen und/oder
- Dielektrizititskonstante des Materials zwischen den Leiterflachen.

3. Der Hauptantrag ist unzulassig, weil der Gegenstand seines Anspruchs 1
vom 23.Januar 2017 den Gegenstand der Anmeldung erweitert (8 38
Satz 1 PatG).

a) Die Anweisung im Merkmal M2 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag, dass
jede Phase der Briuickenschaltung

M2 ... von einer auf einer isolierenden Platte (2) angeordneten
Halbbriickenschaltung gebildet wird ...,

ist in der urspringlichen Anmeldung nicht offenbart, insbesondere auch nicht - wie
von der Anmelderin behauptet - auf Seite 2, Zeile 2 der urspringlichen einge-
reichten Beschreibung. Der Fachmann entnimmt der Anmeldung, insbesondere
der genannten Textstelle, lediglich die Anweisung, eine Keramikplatte zu Isolie-
rung gegeniber einem Kupfersockel vorzusehen. Der im Anspruch 1 verwendete
Begriff der ,isolierenden Platte (2)“ umfasst demgegenuber weitere alternative
Materialien. Andere dielektrische Materialien zur Isolierung als Keramik sind an
keiner Stelle der Anmeldeunterlagen offenbart.

b) Weiterhin erweitert auch die Anweisung im Merkmal M6 des Anspruchs 1
nach Hauptantrag, wonach eine erste parasitdre Kapazitat

M6 kleiner ist, als

eine zweite parasitare Kapazitat, den Gegenstand der Anmeldung.
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Wie erlautert, umfasst diese Anweisung jegliche dem Fachmann bekannte Mal3-
nahmen, die kapazitatsbestimmenden Eigenschaften zu beeinflussen. Dazu zahlt
auch die Maflinahme, die Dielektrizitatskonstante des Materials zwischen den Lei-
terflachen so zu gestalteten, dass die beanspruchte Wirkung erreicht wird. Keiner
Stelle der urspringlich eingereichten Unterlagen ist jedoch die konkrete Alterna-
tive betreffend das Dielektrikum entnehmbar.

Der urspringlichen Anmeldung entnimmt der Fachmann lediglich zwei alternative
Lehren: zum einen die groBenmalige Gestaltung der Flache der Klemme des
Kollektors C1 bzw. der des Verbindungspunkts C2E1

(vgl. urspringliche Beschreibung, Seite 3, Zeile 41 bis Seite 4, Zeile 5:
... Ist die Flache der Klemme auf der Seite des hohen Potentials (C1)
des oberen Zweigs groRBer als diejenige des Verbindungspunkts

C2E1 ...5
Seite 5, Zeilen 8-12: ... kann das Kupfermuster 10 (C2E1) ... entfernt
werden ...%)

und zum anderen die Gestaltung des Abstands des Verbindungspunkts C2E1 vom
Sockel

(vgl. Seite 10, Zeilen 32-37: ,,.... wird der Abstand zwischen der Kupfer-
platte 41 und dem Kupfersockel 1 grof3 ...%).

Die Anweisung im Merkmal M6 — ohne Beschrankung auf Mal3nahmen hinsichtlich
der Grol3e oder des Abstands der Leiterflachen (vgl. etwa die Merkmale M93, M9,,
die derartige Beschrankungen enthalten) — erweitert daher den Gegenstand der
Anmeldung.

4. Die Hilfsantrage 1 und 2 sind unzulassig, weil der Gegenstand ihres jeweili-
gen Anspruchs 1 vom 23. Januar 2017 den Gegenstand der Anmeldung erweitert
(8 38 Satz 1 PatG), da auch die jeweiligen Anspriche 1 nach den Hilfsantrdgen 1
und 2 das nicht ursprungsoffenbarte, erweiternde Merkmal M2 enthalten.
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5. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 kann zwar als neu
gelten (8 3 PatG), er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (8 4
PatG).

Der Senat sieht das Wechselrichtermodul gemald der Entgegenhaltung
US 5616 955 A (E2) als den néachstliegenden Stand der Technik an. Diese Ent-
gegenhaltung fuhrt zwar in ihrer Beschreibung nichts zu parasitaren Kapazitaten
oder zu GroRRenverhéaltnissen von Leiterflachen aus, darauf kommt es jedoch nach
Uberzeugung des Senats nicht an. Denn der Fachmann orientiert sich bei der Lo-
sung der Aufgabe, ein Wechselrichtermodul mit verringerten Leitungs- und Strah-
lungsstérungen zu schaffen, nicht nur an der Beschreibung, sondern berucksich-
tigt auch die grafische Darstellung der Schaltungslayouts im Stand der Technik.

Die Entgegenhaltung E2 zeigt verschiedene Ausfuhrungsformen einer Halbbri-
ckenschaltung. Eine dieser Ausfuhrungsformen, vgl. Figur 1(a) und den dazuge-
horenden Text, Spalte 4, Zeilen 42-53, offenbart vier Leiterflachen 3a, 3b, 3c und
3d (vgl. Spalte 1, Zeile 45: ... collector pattern part 3a ...“, Spalte 4, Zeile 42:
.-.. emitter pattern part 3d ...“). Die elektrische Verbindung zwischen dem Emitter
E1l des Schaltelements Trl im oberen Zweig und dem Kollektor C2 des Schalt-
elements Tr2 im unteren Zweig (vgl. Figur 1(b)) erfolgt dort Giber eine Verdrahtung
des Emitters E1 von Trl mit der Leiterflache 3d Uber die Briicke 13 und schlief3lich
uber die Leiterflache 3b, auf der der Kollektor C2 von Tr2 befestigt ist. Die Verbin-
dung hat der Fachmann also dort nicht etwa Uber eine einzige zusammenhan-
gende Leiterflache, sondern durch zwei voneinander getrennte Flachen 3b und 3d
realisiert, die durch eine Briicke 13 voneinander getrennt sind.

FIG. 1(a)

Figur 1(a) aus der E2 mit Hervorhebungen des Senats



-15 -

Diese Briicke 13 weist eine definierte Induktivitat 1 auf (vgl. Figur 2, Bezugszei-

chen 13) und trennt fir hochfrequente Strome die Flachen 3d und 3b besonders
wirksam voneinander.

Die Entgegenhaltung E2 offenbart somit, ausgedrickt in den Worten des An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 3, ein

M1 Wechselrichtermodul fur einen Stromrichter, das eine oder
mehrere in einem Gehause
(mitzulesen auf Grund Spalte 2, Zeilen 45-53:
»--- may be packaged as a minimum unit ...")
untergebrachte Phasen einer Briickenschaltung aufweist
(Spalte 1, Zeilen 11-15: ,,... half bridge strukture ...,
M23eiveise WODEI jede Phase von einer auf einer isolierenden Platte 2
(Spalte 4, Zeile 43: ,,.... an insulating substrate 2 ...
angeordneten Halbbrickenschaltung gebildet wird, die einen
unteren und einen oberen Zweig mit jeweils einem Schalt-
element Trl, Tr2 und einer anti-parallel dazu geschalteten
Diode D1, D2 aufweist (Figur 1(b)),

F1G. 1(b)
Figur 1(b) aus der E2

M3 wobei das Wechselrichtermodul einen plattenférmigen
Sockel 1 aus einem elektrisch leitendem Material
(vgl. Spalte 5, Zeile 64: “...on a heat dissipating
metal base 1.”)
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zur Kuhlung auRerhalb des Gehauses besitzt
(ohne weiteres mitzulesen),

M83 wobei das Schaltelement Trl des oberen Zweigs einen
ersten Kollektor C1 auf der Seite des hdheren Potentials des
oberen Zweigs und einen ersten Emitter E1 auf der Seite des
niedrigen Potentials des oberen Zweigs aufweist, und
wobei das Schaltelement Tr2 des unteren Zweigs einen
zweiten Kollektor C2 auf der Seite des htheren Potentials
des unteren Zweigs und einen zweiten Emitter E2 auf der
Seite des niedrigen Potentials des unteren Zweigs aufweist,
und

(Figur 1(b)),

M53 wobei eine zwischen einem Verbindungspunkt C2E1 des

ersten Emitters E1 und des zweiten Kollektors C2
(Spalte 4, Zeile 42: ,,... an emitter pattern part 3d ...%
jede beliebige Stelle der elektrischen Verbindung
zwischen E1 und C2 stellt einen Verbindungspunkt
dar)

und dem Sockel 1 wirkende erste parasitare Kapazitat
(Die durch das isolierende Substrat 2 getrennte
Leiterflache 3d und der Sockel 1, vgl. Figur 2, bilden
eine erste parasitare Kapazitat.),

10 (e2) 9(et)
8(E2) T(C2E1) 6(C1)
1 4 13
| 12 = ' 12
22 - Icy
A A — —
(/S 7 ] TV
3c/ / 3/b / 3{1 [ \ )
(Tr2) (Tr1) ¢ @
FIG. 2

Figur 2 aus der E2 mit Hervorhebungen durch den Senat

die durch eine erste Leiterflache 3d, die mit dem ersten Emi-
tter E1 auf der Seite des niedrigen Potentials des oberen
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Zweigs und dem zweiten Kollektor C2 auf der Seite des
hohen Potentials des unteren Zweigs elektrisch verbunden
ist, und den Sockel 1 gebildet wird, und
(Figur 2)
eine zwischen dem ersten Kollektor C1
(Spalte 1, Zeile 45: ,,... collector pattern part 3a ...”)
und dem Sockel 1 wirkende zweite parasitare Kapazitéat
(Die durch das isolierende Substrat 2 getrennte
Leiterflache 3a und der Sockel 1, vgl. Figur 2, bilden
eine zweite parasitare Kapazitat.),
die durch eine zweite Leiterflache 3a, die mit einer Klemme
C1 auf der Seite des hohen Potentials des oberen Zweigs
elektrisch verbunden ist, und den Sockel 1 gebildet wird
(Figur 2),
wobei die Halbbriickenschaltung derart ausgelegt ist, dass
die zweite Leiterflache 3a auf der Seite des hohen Potentials
des oberen Zweigs grol3er ist, als die erste Leiterflache 3d
(Die Leiterflache 3a in Figur 1(a) ist ersichtlich groRer
als die Leiterflache 3d.)
des Verbindungspunktes C2E1 des ersten Emitters E1 auf
der Seite des oberen Zweigs und des zweiten Kollektors C2
auf der Seite des unteren Zweigs,
(Figur 1(a)),
derart, dass die zweite parasitdre Kapazitat (auf Grund der
Leiterflache 3a) auf der Seite des hohen Potentials des
oberen Zweigs grofRer ist als die erste parasitare Kapazitat
(auf Grund der Leiterflache 3d) zwischen dem Verbindungs-
punkt C2E1 und des ersten Emitters E1 auf der Seite des
oberen Zweigs
(Bei gleichem Abstand der Leiterflachen 3a, 3d vom
Sockel 1, vgl. Figur 2, und identischen Dielektrikum,
vgl. Spalte 4, Zeile 43, wird das GréRenverhaltnis der
beiden parasitaren Kapazitaten im Wesentlichen vom
Flachenverhéltnis der Leiterflachen 3d, 3a be-
stimmt.),
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und die erste parasitare Kapazitat durch die zweite parasi-
tare Kapazitat geladen wird
(Da die erste parasitire Kapazitdt eine grol3ere
Ladungsmenge als die zweite Kapazitat speichert,
ladt sie selbstverstandlich die zweite Kapazitat auf.).

Die Entgegenhaltung E2 enthélt keine Aussagen zum Material der isolierenden
Platte 2, insbesondere offenbart sie nicht, eine Keramikplatte zu verwenden (Rest-
merkmal M23).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 mag daher gegeniber dem Stand der Technik
nach der Entgegenhaltung E2 als neu gelten.

Er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, denn der Fachmann zieht
mangels Angaben in der Entgegenhaltung E2 fur das Tragersubstrat auch
Keramik in  Betracht, wie beispielsweise in der Entgegenhaltung
DE 10 2006 028 358 Al (E4) (vgl. Absatz 0007) erwahnt ist.

Der Einwand der Anmelderin, bei dem Ausflhrungsbeispiel aus der Entgegenhal-
tung E2 wirden sowohl die Leiterflache 3d als auch die Leiterflache 3b zu der
ersten parasitaren Kapazitat beitragen, die Flache bzw. parasitire Kapazitat der
Leiterflache 3d kdnne daher nicht isoliert fir sich allein betrachtet werden, fuhrt zu
keinem anderen Ergebnis. Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 enthalt im Merkmal
M53 lediglich Anweisungen in Bezug auf eine parasitare Kapazitat, die zwischen
einem Verbindungspunkt (C2E1) und dem Sockel wirkt, und die durch eine erste
Leiterflache und den Sockel gebildet wird. Der Anspruch 1 schlief3t es nicht aus,
dass noch weitere Leiterflachen existieren, die weitere parasitdre Kapazitaten bil-
den. So zeigt auch das Ausfuhrungsbeispiel geméafld Figur 2 der Anmeldung den
Fall, dass neben der parasitdren Kapazitat durch die Leiterflache 4 noch eine
weitere parasitdre Kapazitat wirkt, die von der Klemme des Emitters E1 des
Schaltelements im oberen Zweig und dem Sockel gebildet wird. Ahnliches gilt fir
das Ausfuhrungsbeispiel gemaf Figur 4 der Anmeldung in Bezug auf die parasita-
ren Kapazitaten der Klemmen des Emitters E1 sowie des Kollektors C2.
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6. Der Fassung der Patentanspriiche nach Hilfsantrag 4 stehen einer Patent-
erteilung keine Hinderungsgriinde entgegen.

6.1 Die nach Hilfsantrag 4 gegentber den urspringlich eingereichten Unter-
lagen vorgenommenen Anderungen sind zulassig (§ 38 Satz 1 PatG).

Die Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 sind wie folgt ursprungs-
offenbart:

M1 urspranglicher Anspruch 1;
Der Aufbau als Bruckenschaltung ergibt sich fur den
Fachmann bspw. aus der Darstellung des Standes der
Technik in den urspringlichen Figur 13, 14, 17 i. V. m
der urspringlichen Beschreibung, Seite 1, Zeilen 12-16,
in der sinngemald ausgefihrt ist, dass die vorliegende
Erfindung ein Modul betrifft, welches durch Verbessern
eines Aufbaus eines Wechselrichtermoduls geschaffen
wird und Figur 13 ein Schaltbild eines herkémmlichen
Wechselrichters ist.

M23 urspranglicher Anspruch 1;
Dass jede Phase der Briickenschaltung von einer Halb-
brickenschaltung gebildet wird, ergibt sich fiur den
Fachmann ebenfalls aus den Figur 13, 14, 17 vom An-
meldetag.
Die Anordnung der Schaltung auf einer ,isolierenden
Keramikplatte“ ist in der Beschreibung vom Anmelde-
tag, Seite 2, Zeile 2 offenbart.

M3 ursprunglicher Anspruch 1;
Die Kennzeichnung des Sockels (1) als ,plattenférmig
... aus einem elektrisch leitendem Material“ ist durch die
urspringliche Beschreibung, Seite 1, Zeile 41 offenbart:
,Klhlkérper 28 ... aus einer Kupferplatte (einem Kup-
fersockel 1)% der Fachmann liest bei der Erwahnung
eines Kuhlkdrpers im Zusammenhang mit Leistungs-
halbleitern ohne Weiteres mit, dass dieser aus einem
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elektrisch leitfahig Material besteht. Daher erkennt er im
vorliegenden Fall Kupfer ausnahmsweise als besonders
geeignetes Material, ohne dies als abschlieRende Aus-
wahl zu verstehen.

M8, Klemmen des Schaltelements auf der Seite des niedri-
gen bzw. hohen Potentials sind als Ausgangselektroden
C1, E2, C2E1 bzw. als Emitterklemmen der IGBT-Ele-
mente auf der Seite des oberen Zweigs und der Seite
des unteren Zweigs in der Beschreibung vom Anmel-
detag, Seite 1, Zeilen 35-42, i.V. m. Figur 13 ur-
sprungsoffenbart.

M5,, M7, Erste/zweite parasitdre Kapazitaten (35, 36) entnimmt
der Fachmann der urspringlichen Beschreibung,
Seite 2, Zeilen 20-24, in Form der Kapazitaten zwi-
schen dem Kollektor auf der Seite des oberen Zweigs
C1 und dem Kupfersockel 1 und zwischen dem Verbin-
dungspunkt C2E1 des Emitters auf der Seite des obe-
ren Zweigs und des Kollektors auf der Seite des unte-
ren Zweigs und dem Kupfersockel 1.

Erste/zweite Leiterflachen (3, 4) sind als erste/zweite
Befestigungsmuster im urspringlichen Anspruch 1 of-
fenbart.

M9, urspringlicher Anspruch 1;

Dass die erste parasitdre Kapazitat (35) durch die
zweite parasitare Kapazitat (36) geladen wird, ist offen-
bart in der ursprtinglichen Beschreibung, Seite 4, Zeilen
5, 6.

Dass das Schaltelement (6) des unteren Zweigs auf der
ersten und das Schaltelement des oberen Zweigs auf
der zweiten Leiterflache befestigt ist, ist offenbart in der
urspringlichen Beschreibung, Seite 7, Zeile 38 bis
Seite 8, Zeile 1 und den urspriunglichen Figur 1, 2.

Die von dem des Anspruchs 1 abweichenden Merkmale des Anspruchs 2 sind wie
folgt ursprungsoffenbart:



-21 -

M9s, M10s urspringlicher Anspruch 1, urspriingliche Beschreibung
Seite 4, Zeilen 5, 6;
Der konkrete Befestigungsort der Schaltelemente ist of-
fenbart in der urspringlichen Beschreibung, Seite 8,
Zeilen 32-37 und den ursprunglichen Figur 3, 4.

6.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 gilt als neu (§ 3 PatG).

6.2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 gilt gegentiber dem
Stand der Technik nach der Entgegenhaltung E2 als neu.

Die Anweisungen im Oberbegriff des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 sind bis auf
das Restmerkmal in M23 betreffend die Keramikplatte aus den vorstehend zum
Hilfsantrag 3 genannten Grinden aus der Entgegenhaltung E2 entnehmbar, denn
die Anweisungen im Oberbegriff des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 sind nur eine
Teilmenge derjenigen des Hilfsantrags 3.

Die Entgegenhaltung E2 offenbart weiterhin, ausgedriickt in den Worten des
Kennzeichens des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4, dass die Halbbriickenschal-
tung derart ausgelegt ist, dass

MOeiveise die erste parasitare Kapazitat (auf Grund der ersten Leiterfla-
che 3d) durch die zweite parasitare Kapazitat (auf Grund der
zweiten Leiterflache 3a) geladen wird

(Da die groRRere erste parasitare Kapazitat eine gro-
Rere Ladungsmenge als die zweite Kapazitat spei-
chert, ladt sie die zweite Kapazitat auf.),
indem die erste Leiterflache 3d kleiner als die zweite Leiter-
flache 3a, auf der das Schaltelement Trl des oberen Zweigs
befestigt ist, bemessen ist.
(Die Leiterflache 3d in Figur 1(a) ist ersichtlich kleiner
als die Leiterflache 3a, auf der der Transistor Trl
befestigt ist.)
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Die Entgegenhaltung E2 offenbart somit weder eine Keramikplatte zur Isolierung
(Restmerkmal M23) noch, dass das Schaltelement des unteren Zweigs auf der
kleineren ersten Leiterflaiche befestigt ist (Restmerkmal M9,).

6.2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 gilt auch gegeniber
den ubrigen im Verfahren genannten Entgegenhaltungen, die weiter ab liegen, als
neu.

Den udbrigen von der Prifungsstelle in Betracht gezogene Entgegenhaltungen
kann insbesondere kein Hinweis darauf enthommen werden, die Grol3e der ent-
sprechenden Leiterflachen der Schaltelemente so unterschiedlich zu bemessen,
dass die erste parasitare Kapazitat durch die zweite parasitare Kapazitat geladen
wird (Merkmal M9,). Auf weitere Unterscheidungsmerkmale kommt es dann nicht
mehr an.

Im Besonderen steht auch die von der Prufungsstelle herangezogene Entgegen-
haltung JP 2007-142073 A (= E5) dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht
neuheitsschadlich entgegen. Zwar offenbart sie in den Figuren 1 und la einen
dreiphasigen Stromrichtermodul, bei diesem sind die Phasen aber nicht voneinan-
der getrennt (Teilmerkmal M23).

6.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 gilt des Weiteren als
auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhend (8 4 PatG).

6.3.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 ergibt sich flr den
Fachmann nicht in naheliegender Weise aus der Entgegenhaltung
US 5616 955 A (E2).

Es besteht weder eine Veranlassung fur den Fachmann von der in der Entgegen-
haltung E2 gelehrten Trennung der Leiterflachen 3d, 3b abzugehen, noch Veran-
lassung, das Schaltelement Tr2 des unteren Zweigs auf der Leiterflache 3d zu
befestigen. Denn die Verbindung der beiden Leiterflachen 3b, 3d durch die Briicke
13 mit definierter Induktivitat 1 hat den Zweck, dass in der Induktivitat ¢1 bei ei-
nem Stromfluss durch die Freilaufdiode auf Grund Gegeninduktion eine Spannung
induziert wird, die Uber die Anschlussklemme el an das Gate des Schaltelements
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Trl des oberen Zweig gelegt werden kann, um ein symmetrisches Schaltverhalten
zwischen dem oberen und dem unteren Zweig zu erreichen (Spalte 5, Zeilen 12-
25 und Figur 12).

6.3.2 Auch ausgehend von den weiteren im Verfahren genannten Entgegenhal-
tungen kommt der Fachmann nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des
Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4.

Insbesondere kommt der Fachmann ausgehend von der von der Prifungsstelle
herangezogenen JP 2007-142073 A (E5) nicht in naheliegender Weise zum Ge-
genstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4. Der Fachmann mag noch Veran-
lassung haben, die einzelnen Phasen der dort offenbarten Brickenschaltung zu
separieren (Restmerkmal M23). Eine fir eine einzige Phase separierte Leiterflache
72a auf der Seite des hohen Potentials des oberen Zweigs wirde sich dann je-
doch groRenmalig nicht mehr von der Leiterflache 72b, 72c oder 72d unterschei-
den. Eine Veranlassung des Fachmanns dahingehend, in einem weiteren Schritt
unter Beibehaltung der GroRRe der Leiterflache auf der Seite des hohen Potentials
des oberen Zweigs ausschliel3lich die Leiterflachen 72b, 72c, 72d zu verkleinern
(Merkmal M9,), kann der Senat nicht erkennen.

Zur Dimensionierung der Leiterflichen der Schaltelemente mit dem Ziel der an-
spruchsgemafen Ladung der ersten parasitaren Kapazitat durch die zweite para-
sitdre Kapazitat liefern die anderen Druckschriften zur Uberzeugung des Senats
keinerlei Anregungen.

6.4 Der Gegenstand des nebengeordneten Anspruchs 2 nach Hilfsantrag 4 gilt
als neu (8 3 PatG).

6.4.1 Der nebengeordnete Anspruch 2 nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von
dem Anspruch 1 durch das geédnderte Merkmale M9s und das zusatzliche Merkmal
M210s.

Die Entgegenhaltung E2 offenbart, ausgedriickt in den Worten des Kennzeichens
des Anspruchs 2 nach Hilfsantrag 4, dass die Halbbriickenschaltung derart aus-
gelegt ist, dass
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M9s die erste parasitare Kapazitat (auf Grund der ersten Leiterfla-
che 3d) durch die zweite parasitdre Kapazitat (auf Grund der
zweiten Leiterflache 3a) geladen wird, indem die erste Lei-
terflache 3d kleiner als die zweite Leiterflache 3a

(vgl. die vorstehenden Uberlegungen zum Merkmal
M9, des Anspruchs 1),
auf der das Schaltelement Trl des oberen Zweigs befestigt
ist, bemessen ist
(Figur 1(a)),

M210seineise UNd das Schaltelement Tr2 des unteren Zweigs auf einer
dritten Leiterflache 3b, die mit einer Klemme C2E1 auf der
Seite des hohen Potentials des unteren Zweigs elektrisch
verbunden ist, befestigt ist

(Nach der Entgegenhaltung E2 ist das Schaltelement
Tr2 mit der Kollektorklemme C2 auf der Leiterflache
3b befestigt, vgl. Figur 1(a) und 1(b)).

Der Gegenstand des Anspruchs 2 nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich somit von
dem aus der Entgegenhaltung E2 durch die Verwendung einer isolierenden Kera-
mikplatte (Restmerkmal M23) und die ,umgedrehte“ Befestigung des Schaltele-
ments des unteren Zweigs auf der dritten Leiterflache (Restmerkmal M10s), wo-
nach nunmehr das Schaltelement des unteren Zweigs mit seinem Emitter auf der
dritten Leiterflache befestigt ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 2 nach Hilfsantrag 4 gilt daher gegenltber dem
Stand der Technik nach der Entgegenhaltung E2 als neu.

6.4.2 Der Gegenstand des Anspruchs 2 nach Hilfsantrag 4 gilt aus den zum Pa-
tentanspruch 1 aufgezeigten Grinden auch gegeniber den tbrigen im Verfahren
genannten Entgegenhaltungen als neu.

6.5 Der Gegenstand des Anspruchs 2 nach Hilfsantrag 4 qilt als auf einer erfin-
derischen Tatigkeit beruhend (8 4 PatG).
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6.5.1 Der Gegenstand des Anspruchs 2 nach Hilfsantrag 4 ergibt sich fur den
Fachmann nicht in naheliegender Weise aus der Entgegenhaltung
US 5616 955 A (E2).

Nach Uberzeugung des Senats hatte der Fachmann keine Veranlassung, von der
in der Entgegenhaltung E2 gelehrten kollektorseitigen Befestigung des Schaltele-
ments Tr2 im unteren Zweig auf der dritten Leiterflache 3b abzugehen und statt-
dessen eine emitterseitige Befestigung in Betracht zu ziehen. Die ,umgedrehte*
Anordnung des Schaltelements hatte zwar die vorteilhafte Folge, weitere parasi-
tare Kapazitaten zu verkleinern. Bei einer solchen Anordnung miusste jedoch auch
die Briicke 13 zwischen den Leiterflachen 3d und 3b entfallen, da die Leiterflachen
3d, 3b ein unterschiedliches Potential aufweisen wirden, insbesondere wirde die
Leiterflache 3b keine durch Schalten verursachten Potentialschwankungen mehr
zeigen und durch Gegeninduktion keine Spannung in der —auch entfallenen —
Briicke 13 erzeugbar sein, mit der nachteiligen Folge, dass das gewiinschte sym-
metrische Schaltverhalten zwischen dem oberen und dem unteren Zweig nicht
aufrecht erhalten werden konnte (vgl. Entgegenhaltung E2, Spalte 5, Zeilen 16-25
und Figur 12).

Eine Veranlassung des Fachmanns zu dieser zwar geringfiigig erscheinenden Ab-
wandlung des Schaltungslayouts aus der Entgegenhaltung E2, die jedoch nach-
teilige Auswirkungen auf das Schaltverhalten des Wechselrichtermoduls hatte,
kann der Senat nicht erkennen.

6.5.2 Auch ausgehend von den weiteren im Verfahren genannten Entgegenhal-
tungen kommt der Fachmann nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des
Anspruchs 2 nach Hilfsantrag 4.

Insbesondere gibt die von der Prifungsstelle herangezogenen JP 2007-142073 A
(E5) dem Fachmann keinerlei Veranlassung die zweiten Leiterflachen 72b, 72c,
72d zu teilen, um eine dritte Leiterflache zu schaffen, und auf dieser das Schalt-
element Tr2 des unteren Zweigs mit seinem Emitter zu befestigen.

Im Ubrigen gelten die Erwagungen des Senats zum Patentanspruch 1 gemaR
Hilfsantrag 4 auch fur den Patentanspruch 2.
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6.6 Nachdem auch die sonstigen Unterlagen nach Hilfsantrag 4 (Beschreibung,
Zeichnungen) die an sie zu stellenden Anforderungen erfullen, war das Pa-
tent - unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses — in der Fassung des
Hilfsantrags 4 zu erteilen.

7. Im Ubrigen, soweit die Anmelderin die Erteilung eines Patents gemaR
Hauptantrag und Hilfsantrdgen 1 bis 3 begehrt, war die Beschwerde aus den oben
unter Ziffern 3 bis 5 genannten Griinden zuriickzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu (8 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1
PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbe-
schwerde nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn
einer der nachfolgenden Verfahrensméngel durch substanziierten Vortrag gerigt
wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschlieRende Gericht war nicht vorschriftsmaRig besetzt.

2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der
Ausuibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war.

Einem Beteiligten war das rechtliche Gehor versagt.
Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des
Gesetzes vertreten, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens

ausdrucklich oder stillschweigend zugestimmt hat.
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5. Der Beschluss ist aufgrund einer mdindlichen Verhandlung
ergangen, bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des
Verfahrens verletzt worden sind.

6. Der Beschluss ist nicht mit Griinden versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstralle 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich
einzulegen (8 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer
qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch
Ubertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt
werden (8 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V.m. 81, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a,
Anlage (zu 8 1) Nr. 6 der Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim
Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVYV)). Die elektro-
nische Poststelle ist Uber die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes
www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreich-
bar (8 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu
den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (&8 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt als Bevollmé&chtigten des Rechtsbeschwerdefiihrers eingelegt wer-
den (8 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt Kirschneck J. Muller Arnoldi
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